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【はじめに】表面活性化接合(SAB)法はⅢ-Ⅴ

/Si多接合型太陽電池セルの作製に応用[1]され

てきた。我々は、多接合型太陽電池の低直列抵

抗化を目的に、Siボトムセルのエミッタ上に成

膜したITO薄膜を中間層として

InGaP/GaAs//ITO/Si３接合太陽電池を作製し、

その特性を報告している[2]。一方で、

GaAs//ITO/Si接合の界面抵抗は熱処理による

界面の酸化によって増加する[3]ため、さらなる

低抵抗化にはGaAs//ITO界面と比較して酸化が

抑制される構造が求められた。本研究において

は、InGaPがGaAsと比べ酸化耐性がある[4]こと

に注目し、InGaPの接合層への導入を目的に、

X線光電子分光(XPS)を用いて熱処理による

InGaP/ITO界面の結合状態の変化を評価した。 

【実験方法】GaAs基板上のInGaPエピ層上に

RFマグネトロンスパッタリングを用いて厚さ

30nmのITO薄膜を堆積させ、InGaP/ITOを作製

した。この試料に熱処理を400◦C 1時間、窒素

雰囲気中にて実施した。その後、XPS測定を実

施した。加えて、ITO堆積後熱処理をせずXPS

測定を実施したものと比較した。また、

GaAs/ITO(30nm)を同様に作成し、リファレン

ス試料として用いた。 

【結果と考察】作製した各試料の界面における

Ga 2p3/2 光電子スペクトルをFig.1に示す。各試

料においてGa-Oピークが観察され、InGaP/ITO

界面ではGa-Pピーク、また、GaAs/ITO界面で

はGa-Asピークが観察された。各信号の積分強

度比の変化(熱処理前⇒熱処理後)はInGaP/ITO

界面においてGa-O/Ga-P=0.14⇒0.43、GaAs/ITO

界面においてはGa-O/Ga-As=0.09⇒0.95となっ

た。よって、InGaP/ITO界面における積分強度

比の変化は小さいため、InGaP/ITO界面におけ

る酸化はGaAs/ITOと比較して抑制されている

と考えられる。
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Fig 1. Ga 2p3/2 photoelectron spectra as function of the binding 

energy for (a)InGaP/ITO and (b)GaAs/ITO with and without 

400 ◦C annealing. 
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